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Fig. 2. XRD images of layered structure
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酸化ガリウム(Ga2O3, Eg = 約 5 eV)は超ワイドバンドギャップ半導体として知られており、

5つの結晶構造(α, β, γ, δ, ε)を持つ結晶多形である[1]。本研究グループでは、直方晶構造を有

する準安定相 ε-Ga2O3 に注目しており、理論計算から予測されている大きな自発分極(24 

μC/cm2)や実験によって明らかにされている強誘電体特性を生かした独自のパワーデバイス

への応用に向けた検討を進めている [2][3][4]。 

本発表では、コランダム構造の酸化インジウムスズ(rh-ITO)を

ε-Ga2O3 薄膜のヘテロエピタキシャル成長用層および下地電極

とする新しい積層構造を提案し、ε-Ga2O3の結晶学的特性及び電

気的特性を評価したので、それについて報告する。 

Fig. 1にサンプル構造を示す。ε-Ga2O3/ rh-ITO/α-Ga2O3バッフ

ァー層で構成される各層は、全てミスト CVD法によって成長し

た。Pt上部電極はスパッタ法により形成した。 

Fig. 2 に XRD 2θ-ω スキャンプロファイルを示す。基板の

α-Al2O3の他に、下地層の α-Ga2O3バッファー層や rh-ITOの c軸

配向性を示す(0006) 面のピークが観察されており、さらに

ε-Ga2O3 (004) 面の回折ピークが明瞭に観察された。この結果か

ら、rh-ITO 上に c 軸配向した ε-Ga2O3 薄膜の作製に成功したと

いえる。 

次に、電気的特性評価によって得られた比誘電率(εr
’)および誘

電損失(tanδ)の周波数依存性の結果を Fig. 3に示す。εr はおよそ

25と見積もられ、先行研究の εr(= 32)と近い値を示した[5]。tan δ

は高周波領域(1×106 Hz)においても、0.02程度と良好な値を維持

していた。また、P-E 特性評価においては、強誘電性を示すヒ

ステリシスループが観察されており、残留分極は 2Pr = 0.1 

µC/cm2であった。ε-Ga2O3 と rh-ITOとのヘテロエピタキシャル

関係や強誘電体特性評価の詳細については当日発表する予定で

ある。 
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Fig. 1. Layered structure for

measurement of ferroelectric properties
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Fig. 3. Relative permittivity 

and Loss tangent of ε-Ga2O3 thin film
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